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CMRR kann durch Unsymmetrien in der Eingangsstufe (P- und N-
Eingang) beide Vorzeichen annehmen, auch innerhalb eines
Typs und einer Herstellungscharge.

Die nominale Verstarkung m der Schaltung (Gl. 1) wird um den
Faktor (1+e) modifiziert: verringert oder erhoht, je nach dem Vz.
von CMRR in GI. 3; (1+e) > 0. Damit ist eine Kompensation durch
eine einstellbare Verstarkung m* maoglich, eine Hilfsspannung
(Kompensationsspannung) ist nicht erforderlich:
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4  Realer OP — Stabilitit, Verstirkung und Bandbreite 5 Thyristor
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Typ: BT151-500R; Thyristorschaltung mit Horizontalsteuerung, Abb. 5-1.
w1: Sinus-Wechselspannung 230 V /50 Hz R Cc

Die Sperrschichttemperatur betriigt:
&= [-25°% +75°C].

Prinzipiell ist auch Snubber parallel

Last méglich, damit im Sperrzust. V1 uilCD Stewer- Last
kein Strom flie8t. Dann zus. C parallel

ut erforderlich (z.B. im NetZfilter) Abb. 5-1

Table 5.  Charscteristics
T = 285°C unfess othenwise siated.

12V!g 100 mA; see Qt_ag
ET151-5(}8L

2 5 mA

|BT151-500R | - 2 [1B] ma

BT54-550L - 2 5 mA

BT151-850R - 2 15 ;7.0

T BT151-800R - 27T ma

i fatehing current Vo= 12, oy = 100 mA: see : 19 |40] ma
Figure 10

9 haiding current Vo= 12V, lgy = 100 mA; see - I 7 l b1 ma
Figure 11

Table 5. Characteristics

T, = 257C unless oiverwise stated.

Vit rate-of rise of off-state  Vou = 0.67 x Vpruimans: 7| = 125 °C;
voltage exponential waveform; see Figure 12
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